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Inventia se referd la domeniul elabordrii purtatorilor de informatie cu straturi din polimeri electrosensibili cu calitati
fotografice avansate pentru inregistrarea imaginilor holografice. Purtdtorii de informatie elaborati pot fi utilizati cu
succes in diferite domenii ale tehnice moderne, inclusiv in microelectronica.

Sunt cunoscuti purtatori de informatie de tip fotoerzist cu straturi foto- si electronostructurabili din polivinilcarbazol
(PVCQ), poliepoxipropilcarbazol (PEPC) ca adaos de polihalogenoderivati ai metanului, de exemplu CHI;, CHBr; [1].
Fotosensibilitatea acestor fotorezisti cu straturi din polimeri carbazolici este mica 107...107 j/cm® si proprietitile lor
fizico-mecanice sunt insuficiente. Pentru imbunatatirea proprietatilor fizico-mecanice autorii utilizeazd compozitii din
proprietatile optice ale straturilor de fotorezist si nu pot fi utilizate pentru inregistrarea imaginilor holografice.

Sunt cunoscuti purtdtori de informatie electronostructurabili cu strat polimeric din polimetilmetacrilat (PMMA) sau din
copolimeri MMA. Neajunsul acestor purtatori-electronorezisti constad in aceea cd, eficienta de difractie al acestor
purtdtori este relativ mica si constituie pana la 1,5%.

Mai apropiat, dupa esenta tehnicd si rezultatul obtinut este purtitorul foto- si electronostructurabil obtinut din
coppolimeri de carbazolilalchimetacrilati (CAM) cu octilmetacrilat (OMA) cu adaos de 10% triiodometan [3]. Procesul
de formare a imaginii decurge in 2 etape. La prima etapa sub actiunea iradierii UV sau fascicolului de electroni se
produce fotodisocierea complexului cu transfer de sarcina ,,CAM.. . .triiodometan” cu formarea unor saruri organice ce
conduc la reticularea sau altor procese fotochimice. In rezultatul primei etapei imaginile holografice au un caracter
latent, i poseda eficienta de difractie ce nu depaseste 0,5%.

La etapa II, ce conta in developarea chimica a mostrelor iluminate in solventi organici se produce amplificarea imaginii
fotografice. Valoarea eficientei de difractie constituie circa 20...22%. Neajunsul acestui purtitor de informatie consta in
aceea ca eficienta de difractie pana la developare este mica -0,5%.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie constd in elaborarea unui purtitor de informatie pentru inregistrare cu
fascicul de electroni din copolimerii de carbazolilalchilmetacrilat (CAM) cu metilmetacrilat (MMA) pentru inreistrarea
imaginilor holografice cu parametri avansati pana la developare in solventi organici.

Esenta inventiei consta in faptul cd se propune purtatorul de informatie pentru inregistrare cu fasciculul de electroni ce
consta din suport de polietilentereflatat acoperit cu strat de conductor (SnO,, Cr, Ni) si strat din polimeri carbazolici cu
adaos de 10...12% trilodometan, caracterizat prin aceea, ca stratul polimeric este confectionat din copolimeri
carbazolilalchilmetacrilat-metilmetacrilat cu un continut de carbazolilalchilmetacrilat 20...40%.

Rezultatul tehnic obtinut consta in faptul ca purtatorul de informatie propus in inventie asigurd inregistrarea imaginilor
cu o eficienta de difractie pana la developare 8...10%, fara a influenta asupra altor parametri holografici (in prototip
0,5%), iar dupa developare in tetraclorura de carbon 32...34% (in prototip 20...22%).

Rezultatul tehnic este cauzat de prezenta fragmentelor de metilmetacrilat in copolimer ce conduc la degradare mai
esentiald a stratului polimeric.

Inventia se explica prin desenele din figura 1 §i 2, care reprezinta respectiv:

- fig. 1, schema purtatorului de informatie: 1 — suport; 2 — strat conductor; 3 — strat de polimer.

- fig. 2, variatia eficientei de difractie n, pentru purtitor de informatie din copolimer CAM:OMA (80:20 mol%) (1),
PEC (2), PMMA (3) si copolimer CAM:MMA (40:40 mol%) (4) in functie de curentul tubului electronic pana la
developare.

Inventia se explicd prin desenul din fig. 1 care reprezintd schema dispozitivului in stare statici propus pentru
revendicare si care constd din suport de polietilentereflatat (1) preventiv acoperit cu strat subtire de conductor din Cr, Ni
sau SnO; (2) si strat polimeric din copolimeri CAM:MMA (3) cu grosimea de 2-6 [1m. Dispozitivul functioneaza astfel:
purtatorul de informatie se instaleaza pe un suport orizontal (1) in microscopul electronic, unde stratul conductibil (2) se
conecteaza cu pamantul, iar stratul polimeric (3) se bombardeaza cu un fascicul de electroni ce proiecteaza reteaua de
difractie. in functie de valoarea curentului la catod se inscriu imagini cu valori a eficientei de difractie de pana la 10%.
Exemplu 1. Se dizolva in toluen copolimerul CAM:OMA (60...40 mol%) si triiodometan, in raport de masa 0,90:0,10
pentru a obtine o solutie de 12%. Dupa dizolvare completd a polimerului si filtrare se depune stratul polimeric pe
suport transparent de polietilentereflatat cu strat conductibil de SnO,. Grosimea stratului polimeric constituie 6 [1m.
Straturile de polimer obtinute se usuca la aer in decurs de 24 ore si 5...6 ore in vid.

Parametrii holografici al acestui fotorezist sunt reprezentati in tab. 1.

Exemplele 2...8 sau infaptuit analog exemplului 1. Parametrii holografici sant reprezentati in tab. 1.

Tabelul

Caracteristica stratului polimeric al purtatorilor de informatie

No | Polimeri si Concentratia Grosimea Eficienta de difractie, (%) Solventi organici
copolimeri CEM in stratului de pana la dupa pentru developare
carbazolici copolimeri, polimeri, um | developare | developare

mol, %

1. | Copolimer 60 4,0 0,3-0,6 24-26 Toluen, CCly
CAM:OMA

2. | Poli-N-epoxi- 100 4,0 0,5-1,0 25-30 CCl,, toluen
propilcarbazol

3. | PMMA 0 4,0 1,0-1,3 28-29 toluen

4. | Copolimer 20 5,0 3-5 26-28 CCl,
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CEM:MMA
S — 30 40 6-8 3233 | -
[ — 40 2,0 6-7 3234 | -
A 40 45 8-10 33-34 CCl,, hexan
g — 40 6,0 8-10 3334 | -




